
报告人： 邬苏东 博士

中科院宁波材料所

时间： 2014年8月8日（周五）上午10:00

地点： 力学所会议中心207会议室

邀请人： 黄河激研究员

摘要： 超薄晶硅太阳能电池因同时具有转换效率高和材料使用量少的优点，

是下一代高效、低成本电池的有效形式。而快速硅外延技术的实现

是该电池能否在未来民用竞争中胜出的关键。针对传统技术中外延

速度相对较低、原料利用率低的问题，本研究采用中压等离子体

CVD技术实现单晶硅薄膜的快速、高效、低温外延生长。报告以硅

外延技术的发展为出发点，以中压等离子体快速硅外延技术的开发

为例，对中压等离子体的特性以及硅薄膜在中压等离子体CVD过程

中的沉积机理做了详细介绍。
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